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  はじめに：マグネタイト(Fe3O4)はキュリー温度 585℃のハーフメタル強磁性体で、磁気

抵抗効果を利用した磁気センサー等のスピントロニクスデバイスの素材として有望であると

考えられている。また、マグネタイトは Verwey 転移と呼ばれる金属・絶縁体転移を示し、単

結晶ではおよそ 123Kの転移温度で約 2桁の抵抗率の変化を示す。本実験では、熱酸化 Si(酸

化膜：100nm)基板上に酸素反応性スパッタリング法を用いて作製されたヘマタイト(α-Fe2O3)

薄膜を急速熱処理還元(Rapid Thermal Deoxidation)することによってマグネタイト薄膜を作製

し、その電気および磁気伝導特性を調べた。 

  実験：酸素反応性スパッタリング法を用いて、Fe ターゲットから熱酸化 Si 基板上にヘマ

タイト薄膜を作製した。作製したヘマタイトを、赤外光ファネスを用いて、Ar(90%)/H2(10%)

ガス雰囲気中で急速熱処理還元 (RTA)し、マグネタイト薄膜を作製した。また、XRD 測定に

より試料の同定と最適熱処理時間の決定をした。さらに、表面形状を調べるために、AFM 測

定を行った。電気的測定は He 冷凍機を用いて、5K～300K の間で行い、抵抗率の温度依存性

を調べた。また、磁気抵抗測定では 0.7T まで印加可能な常伝導電磁石を用いた。磁場と電流

の向きは、同じ方向に固定する縦磁気測定をした。 

  結果：左図は、RTD 法により熱処理温度 500℃/熱処理時間 4.5 分で作製したマグネタイ

ト薄膜の AFM 画像である。右図は、同条件で作製したマグネタイト薄膜の磁気抵抗を表す。

左図から、この作製したマグネタイト薄膜試料は、およそ 30nm~50nm のマグネタイト微粒子

から構成されていることがわかる。また、右図から、磁気抵抗が（磁化に対応して）ヒステ

リシスを示し、ある磁場（保磁力に対応）以上では、負性磁気抵抗を示す事がわかる。さら

に、磁気抵抗の大きさは、Verwey 転移温度付近で極大を示す。他の条件で作製したマグネタ

イト薄膜の結果もあわせて、その詳細は講演で発表する。 
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